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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體製造裝置用閥，藉由設在閥本體的隔膜與閥座薄片之間的接觸分離而開閉，
其特徵為，在前述閥本體，設置按壓前述隔膜來閉閥的開閉機構，在該開閉機構的內部

配置負載分散構件，該負載分散構件，在對於前述閥座薄片並列的狀態且在開閥狀態

時，是以前述開閉機構的連設部位與前述負載分散構件具有既定間隙的狀態來配置，做

成一邊維持前述開閉機構所產生的推力，一邊將閉閥時所需要的緊封負載以前述閥座薄

片與前述負載分散構件來分散承受的雙重化構造，前述閥座薄片，設置成使每單位面積

所負擔的負載成為材料的耐壓極限內的數值並抑制受壓面積的增加，前述閥座薄片與前

述負載分散構件，設定承受負載時的面積比例，而在包含該等之彈性變形的範圍、機械

性公差範圍，來平衡良好地分擔所傳達的負載，在根據前述負載分散構件的硬度或相對

於厚度方向可彈性變形之尺寸的比例，來設定前述閥座薄片的厚度或前述負載分散構件

的厚度的狀態下，設為在閉閥動作時，前述隔膜與前述閥座薄片接觸的同時，來自前述

開閉機構的推力會施加於前述負載分散構件。

2.　如請求項 1所述之半導體製造裝置用閥，其中，前述負載分散構件，設在沒有與前述閥
本體之流路內的流體接觸的部位。

3.　如請求項 1或 2所述之半導體製造裝置用閥，其中，前述負載分散構件，是樹脂製之環
狀的負載分散薄片或具有彈簧特性的盤簧。

4.　如請求項 1或 2所述之半導體製造裝置用閥，其中，前述開閉機構為自動閥的情況，是
以致動器的活塞或彈簧來構成，為手動閥的情況，是設在握把的支幹。

5.　如請求項 3所述之半導體製造裝置用閥，其中，前述開閉機構為自動閥的情況，是以致
動器的活塞或彈簧來構成，為手動閥的情況，是設在握把的支幹。

6.　如請求項 4所述之半導體製造裝置用閥，其中，前述負載分散構件是配置在：於前述隔
膜與前述閥座薄片接觸的同時，會被施加有來自前述致動器之活塞或彈簧、或是設在握

把之支幹之推力的位置。
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7.　如請求項 5所述之半導體製造裝置用閥，其中，前述負載分散構件是配置在：於前述隔
膜與前述閥座薄片接觸的同時，會被施加有來自前述致動器之活塞或彈簧、或是設在握

把之支幹之推力的位置。

圖式簡單說明

[圖 1]表示本發明之半導體製造裝置用閥之實施形態的中央縱剖面圖。
　　[圖 2](a)為圖 1的主要部擴大剖面圖。(b)為表示(a)之閉閥狀態的主要部擴大剖面圖。
　　[圖 3]表示本發明之半導體製造裝置用閥之其他實施形態的中央縱剖面圖。
　　[圖 4](a)為圖 3的主要部擴大剖面圖。(b)為表示(a)之閉閥狀態的主要部擴大剖面圖。
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